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[57]申請專利範圍
1.　一種正溫度係數高分子組成物之製造方法，包括以下步驟：將一矽烷接枝聚醯胺進行交
聯反應，以獲得一交聯型矽烷接枝聚醯胺，其中該矽烷接枝聚醯胺係使用一含有不飽和

碳鍵及烷氧基或羥基之矽烷交聯劑與一聚醯胺反應而得，且該矽烷交聯劑及該聚醯胺的

含量分別為 0.02至 10重量份、以及 80至 100重量份；以及於該交聯型矽烷接枝聚醯胺
中，添加一金屬導電材料或非金屬導電材料、以及選擇性添加一抗氧化劑進行混煉，其

中混煉溫度為 160至 280℃。
2.　如申請專利範圍第 1項所述之正溫度係數高分子組成物之製造方法，其中，該交聯型矽
烷接枝聚醯胺、該金屬導電材料或非金屬導電材料、以及該抗氧化劑於混煉時的含量，

分別為 20至 90重量份、0.01至 60重量份或 15至 80重量份、以及該交聯型矽烷接枝聚
醯胺重量之 0.02至 10%。

3.　如申請專利範圍第 1項所述之正溫度係數高分子組成物之製造方法，其中，該金屬導電
材料係為金屬化合物，該非金屬導電材料係為導電性含碳素。

4.　一種正溫度係數高分子組成物，係由申請專利範圍第 1項所述之正溫度係數高分子組成
物之製造方法進行製造，包括：一交聯型矽烷接枝聚醯胺，其含量為 20至 90重量份；
一金屬導電材料或非金屬導電材料，其含量分別為 0.01至 60重量份或 15至 80重量
份；以及選擇性包括一抗氧化劑，其含量為該交聯型矽烷接技聚醯胺重量之 0.02至
10%。
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5.　如申請專利範圍第 4項所述之正溫度係數高分子組成物，其中，該交聯型矽烷接枝聚醯
胺係由一含有不飽和碳鍵及烷氧基或羥基之矽烷交聯劑與一聚醯胺反應，獲得一矽烷接

枝聚醯胺後，再經由該矽烷接枝聚醯胺上的烷氧基或羥基進行交聯而得。

6.　如申請專利範圍第 5項所述之正溫度係數高分子組成物，其中，該矽烷交聯劑及該聚醯
胺的含量，分別為 0.02至 10重量份、以及 80至 100重量份。

7.　如申請專利範圍第 4項所述之正溫度係數高分子組成物，其中，該交聯型矽烷接枝聚醯
胺透過 ASTM D2765標準測試規範所測得之交聯率為 17至 95%。

8.　如申請專利範圍第 4項所述之正溫度係數高分子組成物，其中，該金屬導電材料係為金
屬化合物，該非金屬導電材料係為導電性含碳素。

9.　一種正溫度係數保護元件，包括：一正溫度係數高分子組成物，配置於該些電極之間，
該正溫度係數高分子組成物係如申請專利範圍第 4至 6項中任一項所述之正溫度係數高
分子組成物；以及兩電極，配置於該正溫度係數高分子組成物表面。

10.   如申請專利範圍第 9項所述之正溫度係數保護元件，更包括一接腳，配置於該些電極表
面。

11.   如申請專利範圍第 10項所述之正溫度係數保護元件，更包括絕緣保護層，包覆該正溫度
係數高分子組成物、以及該些電極。

12.   一種正溫度係數保護元件之製造方法，包括以下步驟：提供一正溫度係數高分子組成
物，該正溫度係數高分子組成物係以申請專利範圍第 1至 3項中任一項所述之正溫度係
數高分子組成物之製造方法進行製造；將該正溫度係數高分子組成物形成薄片狀；以及

於該薄片狀正溫度係數高分子組成物表面形成兩電極。

13.   如申請專利範圍第 12項所述之正溫度係數保護元件之製造方法，更包括於該些電極表面
形成一接腳。

14.   如申請專利範圍第 13項所述之正溫度係數保護元件之製造方法，更包括將該正溫度係數
高分子組成物、以及該些電極，以絕緣保護層包覆。

圖式簡單說明

圖 1係本發明正溫度係數保護元件結構示意圖。
圖 2係矽烷交聯劑添加量與本發明正溫度係數高分子組成物中矽烷接枝尼龍 12交聯度的

曲線圖。

圖 3係本發明正溫度係數保護元件的電阻-溫度曲線圖。
圖 4係本發明保護元件與市售產品之電阻-溫度曲線比較圖。
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